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 В статье говорится о термо-  и  радиационной  стойкости  

протекание обратного  тока  в  диодах  на  основе  AIxGa1-xAs 

 

Основным  условием для многих применений лавинных диодов 

является стойкость их характеристик к влиянию повышенной 

температуры и радиации /1-2/. Это требование можно удовлетворить, 

используя для создания лавинных диодов эпитаксиальные слои 

широкозонных полупроводников с достаточно высоким уровнем 

легирования. Перспективными материалами для таких диодов являются 

твердые растворы на основе арсенида галлия, в частности  

эпитаксиальные слои арсенида галлия и AIxGa1-xAs более устойчивы к 

влиянию термообработок, чем слиточный материал / 3-4/. 

Для эксперимента выбраны диоды с барьером Шоттки  Au-Pt-Cr-Pt-n-

AIxGa1-xAs, изготовленные  по технологии описанной в /2/. Облучение 

диодных структур осуществлялось гамма-квантами Со
60

 в интервале доз 

5.10
6
 – 2.10

9
 Р. В некоторые диоды также облучались, предварительно 

подвергнутые термообработке при  480 
0
С  температуре в течение 4 ч. 

Термообработка диодных структур в течение 4 ч в интервале 

температур 100- 330
0
С  практически не изменяет, а  при температуре  330-

480
0
С  приводит к уменьшению Фв  и увеличению  п.  Напряжение пробоя 

– Uв  при этом не изменяется, однако в предпробойной области ВАХ и на 

участке пробоя наблюдается существенное увеличение тока утечки, 

связанное с возникновением так называемого «мягкого» пробоя и 

возрастание величины обратного тока Iобр во всем диапазоне напряжений. 

В диапазоне доз облучения до 2.10
8
 Р параметры Фв  и  п ,  а также 

ВАХ не изменяются. Увеличение дозы облучения до 3.10
8 

Р приводит к 



некоторому возрастанию Фв , уменьшению  п  и  Iобр    термогенерационной 

природы,  при этом Uв  не изменяется. 

Облучение диодных структур в интервале доз 6.10
8
 – 2.10

9
 Р 

приводит к уменьшение  Фв , росту  п  и к ухудшению параметров прямой 

и обратной ветвей ВАХ . При этом пробой становится «мягким». Именно 

в диапазоне доз облучения до 6.10
8
 Р  ВАХ, Фв  и  п  не изменяются, а при 

дальнейшем увеличении дозы  параметры диодов ухудшаются. 

Экспериментально полученные результаты, можно объяснить в 

предположении о достаточно высокой исходной дефектности AIxGa1-xAs 

слоя, такой, что даже при наличии границы раздела фаз металл-

полупроводник, являющейся стоком для дефектов, особенно при 

термообработке, в интервале температур 100-330
0
С не происходит 

существенного изменения его электрофизических параметров. 

 Радиационная стойкость параметров диодов Шоттки, по нашему 

мнению, также определяется высокой исходной дефектностью слоя 

AIxGa1-xAs, особенно подверженного термообработке при температуре  

480
0
С. Улучшение параметров диодов после облучения, как и в работах по 

арсениду галлия /2,4/, мы связываем с радиационно-стимулированным 

геттерированием дефектов границей раздела фаз, в результате чего 

уменьшается концентрация генерационно-рекомбинационных центров в 

объеме плѐнки и улучшаются все параметры диодов ввиду возрастания 

времени жизни неосновных носителей заряда. 
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